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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allgemein Halbleiterchipgehduse oder -packages und insbeson-
dere Halbleiterchipgehduse wie etwa solche, die Halbleitertransistorchips umfassen, und ein Verfahren zur
Herstellung eines Halbleiterchipgehauses.

HINTERGRUND

[0002] In vielen elektronischen Systemen ist es notwendig, Wandler wie DC-DC-Wandler (DC - Gleichstrom),
AC-DC-Wandler (AC — Wechselstrom), DC-AC-Wandler, AC-AC-Wandler oder Frequenzwandler einzusetzen,
um die Stréme und/oder Spannungen und/oder Frequenzen zu erzeugen, die von einem elektronischen Schalt-
kreis, wie zum Beispiel einem Motoransteuerungsschaltkreis, zu verwenden sind. Die wie zuvor erwdhnten
Wandlerschaltkreise umfassen typischerweise einen oder mehrere Halbbriickenschaltkreise, die jeweils durch
zwei Halbleiterleistungsschalter, wie etwa z.B. Leistungs-MOSFET-Bauelemente, bereitgestellt sind, und fer-
ner Komponenten, wie etwa zu den Transistorbauelementen parallelgeschaltete Dioden, ferner aktive Kompo-
nenten, wie Sensoren oder Prozessoren, und passive Komponenten, wie etwa Induktivitdten und Kapazitaten.

[0003] Die Baugruppe des Wandlerschaltkreises und auch weitere einzelne aktive oder passive Komponen-
ten, die in diesen Baugruppen eingebaut sind, kbnnen im Prinzip als einzelne Komponenten bereitgestellt sein,
die auf einer Leiterplatte (PCB — Printed Circuit Board) montiert sind. Es besteht jedoch eine allgemeine Ten-
denz, Platz auf der PCB zu sparen und deswegen integrierte Halbleitermodule mit kurzen Zwischenverbindun-
gen zwischen den einzelnen Komponenten bereitzustellen, um Schaltverluste und parasitare Induktivitaten zu
reduzieren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0004] Die beiliegenden Zeichnungen sind aufgenommen, um ein eingehenderes Verstandnis von Beispielen
zu vermitteln, und sind in diese Spezifikation aufgenommen und stellen einen Teil dieser dar. Die Zeichnungen
veranschaulichen Beispiele und dienen zusammen mit der Beschreibung der Erlduterung von Prinzipien von
Beispielen. Andere Beispiele und viele der beabsichtigten Vorteile von Beispielen lassen sich ohne weiteres
verstehen, wenn sie durch Bezugnahme auf die folgende ausfiihrliche Beschreibung besser verstanden wer-
den.

[0005] Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise mafistabsgetreu relativ zueinander. Glei-
che Bezugszahlen bezeichnen entsprechende dhnliche Teile.

[0006] Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittsseitenansichtsdarstellung eines Halbleiterchipgehduses,
das sich auswarts erstreckende externe Anschllisse und ein zuséatzliches elektronisches Bauelement umfasst,
gemal einem Beispiel, wobei der Einsatz ein anderes Beispiel zum Einrichten des elektronischen Bauelements
zeigt.

[0007] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung eines Halbleiterchipgehduses gemaf
einem Beispiel.

[0008] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsichtdarstellung eines Zwischenprodukts eines Verfahrens zur
Herstellung eines Halbleiterchipgehauses, wobei das Zwischenprodukt mehrere auf einem Trager angeordnete
Halbleiterchips zeigt.

[0009] Fig. 4 umfasst Fig. 4A-Fig. 4H und zeigt schematische Querschnittsseitenansichtsdarstellungen zur
Veranschaulichung eines Verfahrens zur Herstellung eines Halbleiterchipgehduses gemaf einem Beispiel.

[0010] Fig. 5 umfasst Fig. 5A und Fig. 5B und zeigt eine schematische Draufsichtdarstellung (A) und eine
schematische Querschnittsseitenansichtsdarstellung (B) eines Zwischenprodukts, wie etwa des in Fig. 3 ge-
zeigten, wobei das Zwischenprodukt einen Warmespreizungsbereich, der als ein schraffierter Bereich abge-
bildet ist, umfasst.
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[0011] Fig. 6 zeigt eine schematische Querschnittsseitenansichtsdarstellung eines Teilabschnitts eines Halb-
leiterchipgehduses, das einen Warmespreizungsbereich unterhalb eines elektronischen Bauelements, die
oberhalb der Létstoppschicht angeordnet ist, umfasst.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Die Aspekte und Beispiele werden jetzt mit Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, wobei
allgemein durchgehend gleiche Bezugszahlen benutzt werden, um auf gleiche Elemente zu verweisen. In
der folgenden Beschreibung werden zu Erlduterungszwecken zahlreiche spezielle Einzelheiten dargelegt, um
ein eingehendes Verstandnis eines oder mehrerer Aspekte der Beispiele zu vermitteln. Es kann jedoch fur
einen Fachmann ersichtlich sein, dass ein oder mehrere Aspekte der Beispiele mit einem geringeren Grad
der speziellen Einzelheiten praktiziert werden kénnen. In anderen Fallen werden bekannte Strukturen und
Elemente in schematischer Form gezeigt, um die Beschreibung eines oder mehrerer Aspekte der Beispiele
zu erleichtern. Es versteht sich, dass andere Beispiele genutzt und strukturelle oder logische Anderungen
vorgenommen werden kdnnen, ohne von dem Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
sollte ferner angemerkt werden, dass die Zeichnungen nicht oder nicht notwendigerweise mal3stabsgetreu
sind.

[0013] In der folgenden ausfuhrlichen Beschreibung wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug genom-
men, die einen Teil hiervon bilden und in denen spezielle Aspekte als Veranschaulichung gezeigt sind, in denen
die Erfindung praktiziert werden kann. In dieser Hinsicht kann Richtungsterminologie, wie etwa ,Oberseite”,
,Unterseite®, ,Vorderseite“, ,Ruckseite” usw., unter Bezugnahme auf die Orientierung der beschriebenen Figu-
ren verwendet werden. Da Komponenten von beschriebenen Vorrichtungen in einer Reihe verschiedener Ori-
entierungen positioniert werden kénnen, kann die Richtungsterminologie zu Zwecken der Veranschaulichung
verwendet werden und ist in keinerlei Weise beschrankend. Es versteht sich, dass andere Aspekte genutzt
und strukturelle oder logische Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von dem Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung abzuweichen. Die folgende ausfihrliche Beschreibung ist deshalb nicht in einem be-
schrankenden Sinn zu verstehen und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die beiliegen-
den Anspriiche definiert.

[0014] Wahrend ein bestimmtes Merkmal oder ein bestimmter Aspekt eines Beispiels beziiglich nur einer von
mehreren Implementierungen offenbart sein kann, kann ein solches Merkmal oder ein solcher Aspekt aulRer-
dem mit einem oder mehreren anderen Merkmalen oder Aspekten der anderen Implementierungen kombi-
niert werden, wie es fir eine beliebige gegebene oder bestimmte Anwendung erwilinscht und vorteilhaft sein
kann. Weiterhin sollen in dem Ausmal, in dem die Ausdricke ,beinhalten®, ,aufweisen®, ,mit* oder andere
Varianten davon entweder in der ausfihrlichen Beschreibung oder den Anspriichen verwendet werden, sol-
che Ausdricke auf eine Weise ahnlich dem Ausdruck ,umfassen® einschlie3end sein. Die Ausdrtlicke ,,gekop-
pelt* und ,verbunden® kénnen, zusammen mit Ableitungen, verwendet werden. Es versteht sich, dass diese
Ausdriicke verwendet werden kénnen, um anzugeben, dass zwei Elemente unabhangig davon miteinander
zusammenarbeiten oder interagieren, ob sie in direktem physischem oder elektrischem Kontakt stehen oder
sie nicht in direktem Kontakt miteinander stehen. AuRerdem ist der Ausdruck ,beispielhaft‘ lediglich als ein
Beispiel anstatt das Beste oder Optimale gemeint. Die folgende ausfihrliche Beschreibung ist deshalb nicht
in einem beschrankenden Sinn zu verstehen und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch
die beiliegenden Anspriiche definiert.

[0015] Die Beispiele fiir ein Halbleitergehduse oder -packages und fir ein Verfahren zur Herstellung eines
Halbleitergehduses kdnnen verschiedene Arten von Transistorbauelemente verwenden. Die Beispiele kénnen
Transistorbauelemente verwenden, die in Halbleiter-Dies oder Halbleiterchips ausgefuhrt sind, wobei die Halb-
leiter-Dies oder Halbleiterchips in Form eines Blocks aus Halbleitermaterial, wie aus einem Halbleiterwafer
hergestellt und aus dem Halbleiterwafer herausgetrennt, bereitgestellt sein kénnen oder in einer anderen Form,
in der weitere Prozessschritte ausgeflihrt wurden, wie zum Beispiel Auftragen einer Verkapselungsschicht auf
den Halbleiter-Die oder Halbleiterchip. Die Beispiele kénnen auch horizontale oder vertikale Transistorbauele-
mente verwenden, wobei diese Strukturen in einer Form, in der alle Kontaktelemente der Transistorbauele-
mente auf einer der Hauptflachen des Halbleiter-Dies (horizontale Transistorstrukturen) bereitgestellt sind, oder
in einer Form, in der wenigstens ein elektrisches Kontaktelement auf einer ersten Hauptflache des Halbleiter-
Dies eingerichtet ist und wenigstens ein anderes elektrisches Kontaktelement auf einer zweiten, der Hauptfla-
che gegenlberliegenden Hauptflache des Halbleiter-Dies (vertikale Transistorstrukturen) eingerichtet ist, wie
zum Beispiel MOS-Transistorstrukturen oder IGBT-Strukturen (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor, Bi-
polartransistor mit isoliertem Gate), bereitgestellt sein kdnnen. Insofern die Transistorchips als Leistungstran-
sistorchips konfiguriert sind und falls zusatzlich auch Treiberchips in dem Geh&ause integriert sind, kdnnen die
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weiter unten offenbarten Beispiele fur ein Halbleitergehduse als intelligente Leistungsmodule (IPM - Intelligent
Power Module) klassifiziert werden.

[0016] In jedem Fall kbnnen die Halbleiter-Dies oder Halbleiterchips Kontaktelemente oder Kontaktpads auf
einer oder mehreren ihrer aul3eren Oberflaichen umfassen, wobei die Kontaktelemente dem elektrischen Kon-
taktieren der Halbleiter-Dies dienen. Die Kontaktelemente kénnen eine beliebige gewiinschte Form oder Ge-
stalt aufweisen. Sie kdnnen zum Beispiel die Form von Anschlussflachen aufweisen, d.h. flache Kontaktschich-
ten auf einer duferen Oberflache des Halbleiter-Dies. Die Kontaktelemente oder Kontaktpads kénnen aus ei-
nem beliebigen elektrisch leitenden Material gefertigt sein, z.B. aus einem Metall, wie zum Beispiel Aluminium,
Gold oder Kupfer, oder einer Metalllegierung oder einem elektrisch leitenden organischen Material oder einem
elektrisch leitenden Halbleitermaterial. Die Kontaktelemente kdnnen auch als Schichtstapel aus einem oder
mehreren der oben erwdhnten Materialien gebildet sein.

[0017] Die Beispiele fir ein Halbleitergehduse kénnen einen Verkapselungsstoff oder ein Verkapselungsma-
terial mit den Halbleitertransistorchips und dem wenigstens einen Halbleitertreiberchip darin eingebettet um-
fassen. Das Verkapselungsmaterial kann ein beliebiges elektrisch isolierendes Material sein, wie zum Beispiel
eine beliebige Art eines Vergussmaterials, eine beliebige Art eines Harzmaterials oder eine beliebige Art eines
Epoxidmaterials. Das Verkapselungsmaterial kann auch ein Polymermaterial, ein Polyimidmaterial, ein Ther-
moplastmaterial, ein Silikonmaterial, ein Keramikmaterial oder ein Glasmaterial sein. Das Verkapselungsma-
terial kann auch ein beliebiges der zuvor erwahnten Materialien umfassen und ferner darin eingebettete Full-
stoffmaterialien beinhalten, wie zum Beispiel warmeleitende Zusatze. Diese Flllstoffzusatze kénnen zum Bei-
spiel aus AlO oder Al,O4, AIN, BN oder SiN gefertigt sein. Weiterhin kdnnen die Fllstoffzusatze die Gestalt von
Fasern aufweisen und kénnen zum Beispiel aus Karbonfasern oder -nanordhren gefertigt sein. Die Beispiele
fur ein Halbleitergehduse kénnen auch zwei verschiedene Verkapselungsmaterialien umfassen, wobei eines
von diesen die Halbleitertransistorchips darin eingebettet aufweist und das andere von diesen den wenigstens
einen Halbleitertreiberchip darin eingebettet aufweist.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsseitenansichtsdarstellung eines Halbleiterchipgehduses gemal einem
ersten Aspekt. Das Halbleiterchipgehduse 100 umfasst einen Trager 13, mehrere auf dem Tréger 13 ange-
ordnete Halbleiterchips 11, eine erste Verkapselungsschicht 12, die oberhalb der Halbleiterchips 11 und 14
angeordnet ist, eine Metallisierungsschicht 16, die oberhalb der ersten Verkapselungsschicht 12 angeordnet
ist, wobei die Metallisierungsschicht 16 mehrere erste metallische Bereiche 16A umfasst, die elektrische Ver-
bindungen zwischen ausgewahlten der Halbleiterchips 11 und 14 bilden, und méglicherweise auch elektrische
Verbindungen zwischen metallischen Bereichen 16A und Gebieten, wie die als 13C bezeichneten, und mog-
licherweise auch Verbindungen zwischen Halbleiterchips 11 und 14 und Gebieten 13C. Das Halbleiterchipge-
hause 100 kann ferner eine optionale Létstopplackschicht 18, die oberhalb der Metallisierungsschicht 16 an-
geordnet ist, eine zweite Verkapselungsschicht 20, die oberhalb der Létstopplackschicht 18 angeordnet ist,
und mehrere externe Anschliisse 30 umfassen, wobei jeder der externen Anschliisse 30 mit einem der ers-
ten metallischen Bereiche 16A verbunden ist und sich auswarts durch eine Oberflache der zweiten Verkapse-
lungsschicht 20 hindurch erstreckt.

[0019] Wie oben angedeutet, kann die wie in Fig. 1 gezeigte Létstopplackschicht 18 auch weggelassen wer-
den. Um Lotmaterial davon abzuhalten, auf die obere Oberflache der ersten metallischen Bereiche 16A zu
flieRen, kdnnen alternativ, wenn man zum Beispiel Cu als das Material der Metallisierungsschicht 16 erwagt,
bestimmte Gebiete, die mit zum Beispiel Drahtbondungen zu verbinden sind, mit einer metallischen Schicht,
wie z.B. einer Au-Schicht, bedeckt sein, so dass diese Gebiete perfekt bondbar werden. Die Umgebungsbe-
reiche dieser bestimmten Gebiete, die nicht mit der Au-Schicht bedeckt sind, neigen dazu, das Lotmaterial ab-
zustolen und fungieren daher als eine Lotstopplackschicht. Auch andere Falle kdnnen auftreten, in denen das
Material der Metallisierungsschicht 16 nicht an sich perfekt lotabstoRend ist, wobei in diesen Fallen eine phy-
sikalische und/oder chemische Oberflachenbehandlung ausgefiihrt werden kann, insbesondere eine Oxidie-
rung oder eine Sulfidierung oder eine Nitridierung von Gebieten der oberen Oberflache der ersten metallischen
Bereiche 16A, so dass diese Gebiete lotabstoRend werden. Auch andere Falle kdnnen auftreten, in denen
aufgrund des Materials der Metallisierungsschicht 16 das Bedecken mit einer Au-Schicht zum Erzeugen von
bondbaren Gebieten nicht notwendig ist, da das Material der Metallisierungsschicht an sich perfekt bondbar ist.

[0020] Gemal einem Beispiel flir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekts sind wenigstens manche
erste metallische Bereiche 16A auf solche Weise gebildet, dass sie bondbare, |6tbare oder sinterbare obere
Oberflachen umfassen. Insbesondere sind metallische Bereiche 16A, die an Randteilen einer oberen Oberfla-
che der ersten Verkapselungsschicht 12 lokalisiert sind, so mit bondbaren oberen Oberflachen gebildet, dass
Drahtbondungen mit ihnen verbunden werden kénnen, oder sie sind so mit einer |6tbaren oberen Oberflache
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gebildet, dass bestimmte Verbindungselemente an sie gelétet werden kénnen, oder sie sind so mit sinterbaren
oberen Oberflachen gebildet, dass bestimmte Verbindungselemente an sie gesintert werden kénnen.

[0021] Gemal einem Beispiel flr das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfasst der Trager 13
eine erste Hauptflache, eine zweite, der ersten Hauptflache gegenilberliegende Hauptfliche und Seitenfla-
chen, die die erste und zweite Hauptflache verbinden, wobei die erste Verkapselungsschicht 12 auf der ers-
ten und zweiten Hauptflache und den Seitenflaichen des Tragers 13 angeordnet ist. GemaR einem weiteren
Beispiel davon ist die zweite Verkapselungsschicht 20 auf einer Hauptflache der Létstopplackschicht 18, falls
verflgbar, und auf Seitenflachen der Létstopplackschicht 18 und auf Seitenflachen der ersten Verkapselungs-
schicht 12 angeordnet.

[0022] Gemal einem Beispiel flir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekts umfasst der Trager 13
eine erste Hauptflache, eine zweite, der ersten Hauptflache gegenilberliegende Hauptfliche und Seitenfla-
chen, die die erste und zweite Hauptflache verbinden, und die erste Verkapselungsschicht 12 ist auf der ersten
und zweiten Hauptflache und den Seitenflachen des Tragers 13 angeordnet. Gemal} einem weiteren Beispiel
davon ist die zweite Verkapselungsschicht 20 auf einer Hauptflache der Lotstopplackschicht 18, falls verfig-
bar, und auf Seitenflachen der Lotstopplackschicht 18 und auf Seitenflachen der ersten Verkapselungsschicht
12 angeordnet.

[0023] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekts erstreckt sich jeder der
externen Anschlisse 30 auswarts durch eine Seitenflache der zweiten Verkapselungsschicht 20 hindurch. Ge-
maf einem weiteren Beispiel davon erstrecken sich die externen Anschliisse 30 auswarts durch zwei gegen-
Uberliegende Seitenflachen der zweiten Verkapselungsschicht 20 hindurch. GemaR weiteren Beispielen davon
erstrecken sich die externen Anschliisse 30 auswarts durch drei Seitenflachen hindurch oder durch alle vier
Seitenflachen der zweiten Verkapselungsschicht 20 hindurch oder sogar alleine durch die obere Oberflache
der zweiten Verkapselungsschicht 20 hindurch oder in Kombination mit einer oder mehreren der vier Seiten-
flachen hindurch.

[0024] Gemal einem Beispiel fiir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts sind die externen An-
schlisse 30 Teil eines Leiterrahmens.

[0025] Gemal einem Beispiel fur das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts sind die externen An-
schlisse 30 jeweils mit den ersten metallischen Bereichen 16A durch Bonddrahte 35 verbunden. Gemal ei-
nem weiteren Beispiel davon sind bestimmte erste metallische Bereiche 16A durch nur einen Bonddraht mit
einem jeweiligen externen Anschluss 30 verbunden. Gemal einem anderen Beispiel davon sind bestimmte
erste metallische Bereiche 16A durch mehrere Bonddrahte 35 mit einem jeweiligen externen Anschluss 30
verbunden.

[0026] Gemal einem Beispiel flr das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts sind die externen An-
schlisse 30 nicht durch Drahtbondungen mit den ersten metallischen Bereichen verbunden, sondern sind
stattdessen direkt mit den ersten metallischen Bereichen 16A verbunden. Gemal einem weiteren Beispiel
davon kann ein Verfahren zum direkten Verbinden der externen Anschlisse 30 mit den ersten metallischen
Bereichen 16A Loten, Anhaften, Kleben und Sintern beinhalten.

[0027] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfasst jeder der ex-
ternen Anschliisse 30 einen ersten horizontalen Abschnitt, von dem ein Teil innerhalb der zweiten Verkapse-
lungsschicht 20 angeordnet ist und von dem ein anderer Teil auRerhalb der zweiten Verkapselungsschicht 20
angeordnet ist. Gemal einem weiteren Beispiel dafir liegen die ersten horizontalen Teile von all den externen
Anschlissen 30 in ein und derselben Ebene. Gemal einem weiteren Beispiel davon umfassen manche der
externen Anschlisse 30 zweite Teile, die an die ersten Teile angrenzen und die sich zum Beispiel in einer verti-
kalen Richtung erstrecken. GemalR einem weiteren Beispiel davon umfassen manche der externen Anschliisse
30 dritte Teile, die an die zweiten Teile angrenzend angeordnet sind und die sich in einer horizontalen Ebene
erstrecken, wobei die dritten Teile von allen externen Anschlissen 30 sich in ein und derselben horizontalen
Ebene erstrecken kdnnen. Die zweiten und dritten Teile der externen Anschlisse 30 kénnen durch Biegen der
externen Anschlisse 30 um einen rechten Winkel erzeugt werden. Es sollte jedoch hinzugefligt werden, dass
die ersten bis dritten Teile der externen Anschliisse 30 sich auch in anderen als horizontalen oder vertikalen
Ebenen erstrecken kdnnen und auch dass die Biegewinkel zum Erzeugen der zweiten und dritten Teile von
einander verschieden und verschieden von rechten Winkeln sein kénnen.
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[0028] Gemal einem Beispiel flr das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfassen manche der
externen Anschlisse 30 Durchgangslécher 30.1 zum Beispiel an externen Enden von diesen, so dass das
Verbinden des Halbleiterchipgehduses 100 mit einer beliebigen Art von kundenseitigen Haltemitteln oder Hal-
tesubstraten durch Schraubenkontakte, Einsteckkontakte oder Létkontakte erleichtert wird.

[0029] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfasst das Halblei-
terchipgehduse 100 ferner elektronische Vorrichtungen oder Bauelemente 19, die oberhalb der Létstopplack-
schicht 18, falls verfligbar, gebildet sind und die mit ausgewahlten der ersten metallischen Bereiche 16A ver-
bunden sind. Gemal einem weiteren Beispiel davon sind die elektronischen Vorrichtungen 19 aus der Grup-
pe von passiven Vorrichtungen, aktiven Vorrichtungen, Widerstdnden, Shunt-Widerstdnden, NTC-Widerstan-
den, Spulen, Kondensatoren, Sensoren, Stromsensoren, Treibern und Prozessoren ausgewahlt. Insbesonde-
re kdnnen die elektronischen Vorrichtungen 19 Vorwiderstdnde sein, die mit Transistoren der Halbleitertran-
sistorchips 11 verbunden sind. Insbesondere kénnen die elektronischen Vorrichtungen 19 erste elektronische
Vorrichtungen 19.1 und zweite elektronische Vorrichtungen 19.2 umfassen. Die ersten elektronischen Vorrich-
tungen 19.1 sind elektronische Vorrichtungen mit geringer Grofde, wie zum Beispiel Vorwiderstande, die inner-
halb von Liicken der Létstopplackschicht 18 angeordnet sind und die darin mit metallischen Bereichen 16A
verbunden sind, wobei die zweiten elektronischen Vorrichtungen 19.2 elektronische Vorrichtungen mit grof3er
Grolie sind, wie zum Beispiel Shunt-Widerstande, die auf der Lotstopplackschicht 18 angeordnet sind und die
mit metallischen Bereichen 16A durch in der Lotstopplackschicht 18 gebildeten (in dem Einsatz aus Fig. 1
gezeigten) Durchkontaktierungen verbunden sind.

[0030] Gemal einem Beispiel der Halbleiterchipgehduses 100 des ersten Aspekts umfasst das Halbleiter-
chipgehause 100 ferner zweite metallische Bereiche 15, die auf einer oberen Hauptflache der ersten Verkap-
selungsschicht 12 gebildet sind und die durch Durchkontaktierungsverbindungen mit Gebieten 13C des Tra-
gers 13 zum Verbessern der Warmedissipation von den Halbleitervorrichtungen verbunden sind. Die zweiten
metallischen Bereiche 15 sind in Fig. 1 nicht gezeigt, sondern stattdessen sind sie in Fig. 5 gezeigt und werden
unten ausflhrlicher erlautert. Es ist auch moglich, dass die zweiten metallischen Bereiche 15 mit den ersten
metallischen Bereichen 16A verbunden sein kénnen.

[0031] Gemal einem Beispiel fur das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfasst das erste Halb-
leitermodul 10 einen Trager 13. Gemal einem Beispiel umfasst der Trager 13 ein Substrat 13A, das eine
isolierende Dielektrikums- oder Keramikschicht oder -platte umfasst, und eine erste metallische Schicht 13B
auf einer unteren Oberflache des Substrats 13A und eine zweite metallische Schicht 13C auf einer oberen
Oberflache des Substrats 13A, wobei die zweite metallische Schicht 13C in verschiedene voneinander sepa-
rierte Gebiete strukturiert ist. Die Gebiete 13B sind nicht elektrisch mit den Gebieten 13C verbunden. Gemaf
einem Beispiel kann der Trager 13 ein DCB-Substrat (DCB - Direct Copper Bonded, direkt gebondetes Kupfer)
und/oder ein DAB-Substrat (DAB — Direct Aluminium Bonded, direkt gebondetes Aluminium) und/oder ein mit
einem aktiven Metall hartgel6tetes Substrat umfassen, wobei das Substrat eine Keramikschicht, insbesondere
eine oder mehrere einer AlO-, AIN-, Al,O3- oder einer Dielektrikumsschicht, insbesondere Si;N,, umfassen
kann. GemalR einem Beispiel kann der Trager 13 eine erste obere Oberflache, eine zweite, der ersten oberen
Oberflache gegeniiberliegende, untere Oberflache und Seitenflachen, die die erste und zweite Oberflache ver-
binden, umfassen, wobei die erste Verkapselungsschicht 12 die erste obere Oberflache und die Seitenflachen
des Tragers 13 bedecken kann. Gemaf einem Beispiel kann der Trager 13 ein Substrat 13A umfassen, das
ein anorganisches oder ein organisches Substrat sein kann. Der Kern des Substrats 13A, insbesondere des
organischen Substrats, kann eine Warmeleitfahigkeit, die besser als 1 W/(mK) ist, umfassen. Gemal einem
Beispiel kann der Trager 13 eine Dicke in einem Bereich von 0,1 mm bis 2,0 mm umfassen, insbesondere in
einem Bereich von 0,8 mm bis 2,0 mm.

[0032] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts kdnnen die Halbleiter-
chips 11 und 14 Halbleitertransistorchips 11 und Halbleiterdiodenchips 14 umfassen, wobei die Halbleiterdi-
odenchips 14 als Freilaufdioden konfiguriert sein konnen. Gemaf einem Beispiel ist jeder der Halbleitertran-
sistorchips 11 mit einem der Halbleiterdiodenchips 14 parallelgeschaltet. Wie bereits zuvor erlautert wurde,
umfasst die Metallisierungsschicht 16 mehrere metallische Bereiche 16A, die elektrische Verbindungen zwi-
schen ausgewabhlten der Halbleitertransistorchips 11 und der Halbleiterdiodenchips 14 bilden. AuRerdem kann
die erste Verkapselungsschicht 12 Durchkontaktierungsverbindungen 12A umfassen, die die metallischen Be-
reiche 16A mit ausgewahlten der Halbleitertransistorchips 11 und der Halbleiterdiodenchips 14 verbinden. Die
Durchkontaktierungsverbindungen 12A werden unten ausfihrlicher beschrieben, insbesondere kénnen sie la-
terale Abmessungen von mehr als 50 ym umfassen. Die metallischen Bereiche 16A kdnnen auch mit Teilen
der Gebiete 13C durch Durchkontaktierungsverbindungen verbunden sein.
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[0033] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts bestehen die Halblei-
terchips 11 aus Halbleitertransistorchips, insbesondere aus Halbleiterleistungstransistorchips. Gemaf einem
Beispiel sind die Halbleitertransistorchips 11 miteinander verbunden, um einen AC-AC-Wandlerschaltkreis, ei-
nen AC-DC-Wandlerschaltkreis, einen DC-AC-Wandlerschaltkreis, einen DC-DC-Wandlerschaltkreis oder ei-
nen Frequenzwandler zu bilden.

[0034] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts kann jeder der Halblei-
terdiodenchips 14 mit einem der Halbleitertransistorchips 11 parallelgeschaltet sein.

[0035] Gemal einem Beispiel flir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfassen einer oder
mehrere der Halbleitertransistorchips 11 und der Halbleiterdiodenchips 14 eine Dicke in einem Bereich von 5
pm bis 700 pm, insbesondere von 30 ym bis 100 um, insbesondere von 50 um bis 80 um.

[0036] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekts umfassen die Halbleiter-
transistorchips 11 jeweils einen Leistungstransistor und/oder einen vertikalen Transistor und/oder einen MOS-
Transistor und/oder einen Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT). Gemal einem Beispiel kann das Halb-
leitermaterial eines oder mehrerer der Halbleitertransistorchips 11 und der Halbleiterdiodenchips 14 auf Si,
GaN, SiC oder einem beliebigen anderen Halbleitermaterial basieren.

[0037] Gemal einem Beispiel fiir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekts umfassen die erste Ver-
kapselungsschicht 12 und/oder die zweite Verkapselungsschicht 20 ein Polymermaterial und/oder ein Ver-
gussstoffmaterial und/oder ein Harzmaterial und/oder ein Epoxidharzmaterial und/oder ein multiaromatisches
Epoxidharzmaterial und/oder ein Acrylatmaterial und/oder ein Polyimidmaterial und/oder ein silikonbasiertes
Material. Gemalf} einem Beispiel umfassen die erste und zweite Verkapselungsschicht 12 und 20 verschiedene
Materialien.

[0038] Gemal einem Beispiel fiir das Halbleiterchipgehause 100 des ersten Aspekis konnen die Durchkon-
taktierungsverbindungen 12A, die in die erste Verkapselungsschicht 12 gebildet sind, laterale Durchmesser in
einem Bereich von 0,05 mm bis 1 mm umfassen, insbesondere von 0,3 mm bis 0,7 mm. Gemal einem Beispiel
umfassen die Durchkontaktierungsverbindungen 12A ein Verhaltnis von Hohe zu Breite in einem Bereich von
0 bis 3, vorzugsweise in einem Bereich von 0,3 bis 3.

[0039] Gemal einem Beispiel flir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfassen die Durch-
kontaktierungsverbindungen 12A Durchkontaktierungslécher durch die Verkapselungsschicht 12, wobei die
Durchkontaktierungslécher vollstdndig oder teilweise mit einem elektrisch leitenden Material wie zum Beispiel
einem Metall wie zum Beispiel Kupfer gefiillt sind. Das elektrisch leitende Material kann auf solche Weise in die
Durchkontaktierungslécher gefiillt sein, dass die Durchkontaktierungslécher nicht vollstadndig mit dem Material
gefiillt sind, sondern dass das Material stattdessen die Wande der Durchkontaktierungslidcher mit einer Dicke,
die geringer als der halbe Durchmesser der Durchkontaktierungslécher ist, bedeckt.

[0040] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts umfasst das Halbleiter-
chipgehause 100 einen oder mehrere Halbbriickenschaltkreise, wobei in jedem Halbbriickenschaltkreis zwei
Halbleitertransistorchips 11 in Reihe geschaltet sind. Insbesondere kann das Halbleiterchipgehduse 100 sechs
Halbleitertransistorchips 11 umfassen, wobei jeweils zwei Halbleitertransistorchips 11 in Reihe geschaltet sind,
um drei Halbbriickenschaltkreise zu bilden.

[0041] Gemal einem Beispiel fir das Halbleiterchipgehduse 100 des ersten Aspekts ist jeder der Halbleiter-
transistorchips 11 mit einem der Halbleiterdiodenchips 14 parallelgeschaltet. Insbesondere kann das erste
Halbleitermodul 10 sechs Halbleitertransistorchips 11 und sechs Halbleiterdiodenchips 14, von denen jeder
mit einem der Halbleitertransistorchips 11 parallelgeschaltet ist, umfassen.

[0042] Die vorliegende Offenbarung betrifft auch ein Halbleiterchipgehduse gemal einem zweiten Aspekt.
Das Halbleiterchipgehduse gemal dem zweiten Aspekt umfasst einen Trager, mehrere auf dem Trager an-
geordnete Halbleiterchips, eine oberhalb der Halbleiterchips angeordnete erste Isolationsschicht, eine ober-
halb der ersten Isolationsschicht angeordnete Metallisierungsschicht, wobei die Metallisierungsschicht meh-
rere erste metallische Bereiche umfasst, die elektrische Verbindungen zwischen ausgewahlten der Halbleiter-
chips bilden, eine oberhalb der Metallisierungsschicht angeordnete zweite Isolationsschicht, mehrere externe
Anschlisse, wobei jeder der externen Anschliisse mit einem der ersten metallischen Bereiche verbunden ist
und sich auswarts durch eine Oberflache der zweiten Isolationsschicht hindurch erstreckt.
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[0043] Das Halbleiterchipgehduse gemal dem zweiten Aspekt umfasst ferner die erste Isolationsschicht, die
darin gebildete Durchkontaktierungsverbindungen umfasst, wobei die Durchkontaktierungsverbindungen aus-
gewahlte der Halbleiterchips mit ausgewéhlten der ersten metallischen Bereiche verbinden.

[0044] Das Halbleiterchipgehduse gemal dem zweiten Aspekt umfasst ferner den Trager, der ein DCB-Sub-
strat und/oder ein DAB-Substrat und/oder ein mit einem aktiven Metall hartgel6tetes Substrat umfasst, wobei
das Substrat eine Keramikschicht oder eine Dielektrikumsschicht umfasst.

[0045] Das Halbleiterchipgehduse gemal dem zweiten Aspekt umfasst ferner die mehreren Halbleiterchips,
die mehrere Halbleitertransistorchips und mehrere Diodenchips umfassen.

[0046] Das Halbleiterchipgehduse gemafll dem zweiten Aspekt umfasst ferner die Halbleitertransistorchips
und die Halbleiterdiodenchips, die so verbunden sind, dass sie einen AC-AC-Wandlerschaltkreis, einen AC-
DC-Wandlerschaltkreis, einen DC-AC-Wandlerschaltkreis, einen DC-DC-Wandlerschaltkreis oder einen Fre-
quenzwandlerschaltkreis bilden.

[0047] Weitere Beispiele des Halbleiterchipgehduses gemafl dem zweiten Aspekt kdnnen durch Hinzufligen
weiterer Merkmale, wie oben in Verbindung mit dem Halbleiterchipgehduse des ersten Aspekts beschrieben,
gebildet sein.

[0048] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens geman einem dritten Aspekt, wobei das Verfahren
zum Herstellen eines Halbleiterchipgehauses gemal dem ersten oder zweiten Aspekt, wie zuvor gezeigt und
beschrieben, konfiguriert ist.

[0049] Das Verfahren 200 gemafR dem dritten Aspekt umfasst Bereitstellen eines Tragers (201), Anbringen
mehrerer Halbleiterchips auf den Trager (202), Auftragen einer ersten Verkapselungsschicht oberhalb der meh-
reren Halbleiterchips und des Tragers (203), Bilden von Durchkontaktierungsverbindungen in die erste Ver-
kapselungsschicht, wobei die Durchkontaktierungsverbindungen mit den mehreren Halbleiterchips verbunden
werden (204), Auftragen einer Metallisierungsschicht oberhalb der ersten Verkapselungsschicht, wobei die
Metallisierungsschicht mehrere erste metallische Bereiche, die mit den Durchkontaktierungsverbindungen ver-
bunden werden, umfasst (205), Anbringen von externen Anschliissen an ausgewabhlte der ersten metallischen
Bereiche (208) und Auftragen einer zweiten Verkapselungsschicht oberhalb der Metallisierungsschicht (209).
Insbesondere ist es mdglich, dass die Metallisierungsschicht zuerst durch Bedecken der gesamten oberen
Oberflache der ersten Verkapselungsschicht abgeschieden wird, wodurch auch die Durchkontaktierungen ge-
fullt werden, und anschlieBend die erste Metallisierungsschicht so strukturiert wird, dass die ersten metalli-
schen Bereiche erhalten werden.

[0050] Gemal einem Beispiel fir das Verfahren des dritten Aspekts umfasst Bilden von Durchkontaktierungs-
verbindungen in die erste Verkapselungsschicht, Bilden von Durchkontaktierungsléchern in die erste Verkap-
selungsschicht und Fillen eines metallischen Materials in die Durchkontaktierungslécher. Gemaf einem Bei-
spiel davon wird Bilden von Durchkontaktierungsléchern in die erste Verkapselungsschicht durch Laserboh-
ren ausgefiihrt. GemaR einem weiteren Beispiel dafiir wird Fiillen eines metallischen Materials in die Durch-
kontaktierungsldcher durch elektrochemisches oder galvanisches Plattieren oder durch stromloses Plattieren
ausgefihrt.

[0051] Gemal einem Beispiel fir das Verfahren des dritten Aspekts umfasst das Verfahren ferner Auftragen
einer Loétstopplackschicht oberhalb der Metallisierungsschicht, wobei die zweite Verkapselungsschicht ober-
halb der Létstopplackschicht und oberhalb von Seitenflachen der Létstopplackschicht und von Seitenflachen
der ersten Verkapselungsschicht aufgetragen wird.

[0052] Gemal einem Beispiel flr das Verfahren des dritten Aspekts wird Auftragen der ersten und zweiten
Verkapselungsschicht durch Spritzpressen oder Formpressen ausgefiihrt. Insbesondere wird Auftragen der
ersten Verkapselungsschicht durch Formpressen ausgefihrt und wird Auftragen der zweiten Verkapselungs-
schicht durch Spritzpressen ausgefiihrt.

[0053] Weitere Beispiele fiir das Verfahren gemal dem dritten Aspekt kdnnen durch Hinzufligen von Merkma-

len, die oben in Verbindung mit dem Halbleiterchipgehduse gemaf dem ersten und zweiten Aspekt beschrie-
ben wurden, gebildet werden.
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[0054] Im Folgenden wird ein Beispiel fur das Verfahren aus Fig. 2 in Verbindung mit Fig. 3 und
Fig. 4A-Fig. 4H beschrieben.

[0055] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsichtdarstellung eines Zwischenprodukts, das nach Anbringen von
mehreren Halbleiterchips auf einen Trager erhalten wird, wobei der Trager ein DCB, wie zuvor beschrieben,
sein kann. Die Halbleiterchips kbnnen Halbleitertransistorchips 11 und Halbleiterdiodenchips 14 umfassen. Das
in Fig. 3 gezeigte Zwischenprodukt ist ein Beispiel fiir ein elektronisches Modul, in dem bestimmte Bereiche fiir
Halbleiterchips 11 und 14 vorreserviert sind und andere Bereiche nahezu nicht genutzt werden oder fur andere
Zwecke genutzt werden kdénnen, die spater gezeigt und erldutert werden. Die folgenden Schritte sind durch
Querschnittsseitenansichtsdarstellungen veranschaulicht, die in einer durch Linie V-1V aus Fig. 3 angezeigten
Ebene dargestellt sind.

[0056] Fig. 4A zeigt ein DCB-Modul als ein Zwischenprodukt aus Fig. 3 in, wie gerade beschrieben, einer
Querschnittsansicht. Mehrere solcher DCB-Module kdnnen auf einem Hilfstrdger angeordnet sein.

[0057] Fig. 4B zeigt das Zwischenprodukt nach Auftragen einer ersten Verkapselungsschicht 12 auf die meh-
reren Halbleiterchips 11 und 14 und den Trager 13. Die erste Verkapselungsschicht 12 kann zum Beispiel
durch Spritzpressen aufgetragen werden, wodurch eine eWLB-Platte einschlieRlich der mehreren DCB-Modu-
le hergestellt wird.

[0058] Fig. 4C zeigt das Zwischenprodukt nach Bilden von Durchkontaktierungsverbindungen 12A in die Ver-
kapselungsschicht 12, wobei die Durchkontaktierungsverbindungen 12A jeweils mit Kontaktpads der Halblei-
terchips 11 und 14 verbunden sind. Das Bilden der Durchkontaktierungsverbindungen kann durch Bilden von
Durchkontaktierungen durch zum Beispiel Laserbohren und anschlieRendes Fillen eines metallischen Mate-
rials in die Durchkontaktierungen durch zum Beispiel elektrochemisches (galvanisches) oder stromloses Plat-
tieren ausgefihrt werden.

[0059] Fig. 4D zeigt das Zwischenprodukt nach Auftragen einer Metallisierungsschicht 16 auf die erste Ver-
kapselungsschicht 12, wobei die Metallisierungsschicht 16 mehrere metallische Bereiche 16A umfasst, die
mit den Durchkontaktierungsverbindungen 12A verbunden sind. Insbesondere kann Auftragen der Metallisie-
rungsschicht 16 mit dem gleichen Abscheidungsverfahren und gleichzeitig mit dem Fiillen des metallischen
Materials in die Durchkontaktierungen durchgefiihrt werden.

[0060] Fig. 4E zeigt das Zwischenprodukt nach Auftragen einer Létstopplackschicht 18 auf die Metallisie-
rungsschicht 16 und die erste Verkapselungsschicht 12.

[0061] Fig. 4F zeigt das Zwischenprodukt nach Strukturieren der Létstopplackschicht 18, so dass Offnungen
18A oberhalb ausgewahlter der metallischen Bereiche 16A gebildet werden. Danach wird die Platte in einzelne
Module vereinzelt, wobei jedes ein DCB-Modul beinhaltet.

[0062] Fig. 4G zeigt das Zwischenprodukt nach Verbinden von externen Anschlissen 30 mit den ausgewahl-
ten metallischen Bereichen 16A. Insbesondere kann dieser Schritt durch Platzieren des Zwischenprodukts in
einer rdumlichen Beziehung zu einem Leiterrahmen durchgefiihrt werden, wobei die externen Anschlisse 30
als bestimmte Teile des Leiterrahmens gegeben sind. Danach werden Bonddrahte 35 zwischen Endteilen der
externen Anschliisse 30 und den ausgewahlten metallischen Bereichen 16A verbunden.

[0063] Fig. 4H zeigt das abgeschlossene Halbleiterchipgehduse 100 nach Auftragen einer zweiten Verkap-
selungsschicht 20 auf die Létstopplackschicht 18, wobei die zweite Verkapselungsschicht 20 auch die Bond-
drahte 35, Teile der externen Anschliisse 30 und Seitenflaichen 12C der ersten Verkapselungsschicht 12 ver-
kapselt. Die zweite Verkapselungsschicht 20 muss getrennt auf jedes einzelne Modul aufgetragen werden.

[0064] Fig. 5 umfasst Fig. 5A, die im Wesentlichen das gleiche Zwischenprodukt zeigt wie zuvor in Verbin-
dung mit Fig. 3 gezeigt und beschrieben, so dass die Beschreibung von Merkmalen, die zuvor beschrieben
wurden, hier nicht wiederholt wird. Das Zwischenprodukt, wie in Fig. 5A gezeigt, zeigt einen zweiten metalli-
schen Bereich 15, wie es oben angedeutet wurde. Wie in Fig. 5B abgebildet, ist der zweite metallische Bereich
15 in ein und derselben horizontalen Ebene wie die ersten Metallisierungsbereiche 16A der Metallisierungs-
schicht 16 angeordnet. Der zweite metallische Bereich 15 weist primar keine elektrische Funktion auf und
die wesentliche oder einzige Funktion des zweiten metallischen Bereichs 15 ist es, Uberschissige, im Betrieb
des Halbleiterchipgehauses 100 erzeugte Warme zu dissipieren. Fir diesen Zweck ist der zweite metallische
Bereich 15 durch eine Durchkontaktierungsverbindung in der ersten Verkapselungsschicht 12 mit einem Be-
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reich der oberen metallischen Schicht 13C des DCB 13 verbunden. Es ist auch mdglich, mehr als eine oder
mehrere Durchkontaktierungsverbindungen in die erste Verkapselungsschicht 12 zu bilden und den zweiten
metallischen Bereich 15 durch die mehreren Durchkontaktierungsverbindungen mit dem Bereich der oberen
metallischen Schicht 13C des DCB 13 zu verbinden. Das Zwischenprodukt, wie in Fig. 5A gezeigt, zeigt nur
einen zweiten metallischen Bereich 15. Es ist jedoch auch méglich, mehr als einen zweiten metallischen Be-
reich 15 einzurichten. Es soll angemerkt werden, dass, falls angemessen, die zweiten metallischen Bereiche
15 mit ersten metallischen Bereichen 16A verbunden sein kénnen. Es sollte ferner angemerkt werden, dass
diese Gebiete 13C, die mit zweiten metallischen Bereichen 15 verbunden sind, von anderen Gebieten 13C
elektrisch isoliert sind.

[0065] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsseitenansichtsdarstellung zum Veranschaulichen eines weiteren Bei-
spiels des Einrichtens eines zweiten metallischen Bereichs zum Dissipieren von Uberschissiger Warme. In
diesem Fall ist der zweite metallische Bereich 25 auf der oberen Oberflache der Létstopplackschicht 18 an-
geordnet. Eine elektronische Vorrichtung 19.2, von der bekannt ist, dass sie wahrend dem Betrieb Warme
erzeugt, ist oberhalb des zweiten metallischen Bereichs 25 angeordnet und ist mit dem zweiten metallischen
Bereich 25 durch ein warmeleitendes Material 26, wie z.B. ein Lotmaterial oder eine warmeleitende Paste,
verbunden. Um die Uberschiissige Warme effizient zu dissipieren, ist der zweite metallische Bereich 25 mit
einer oberen metallischen Schicht 13C des DCB 13 durch eine Durchkontaktierungsverbindung, die in der
ersten Verkapselungsschicht 12 gebildet ist, verbunden.

[0066] Obwohl die Erfindung mit Bezug auf eine oder mehrere Implementierungen veranschaulicht und be-
schrieben wurde, kdnnen Abanderungen und/oder Modifikationen an den veranschaulichten Beispielen vor-
genommen werden, ohne vom Wesen und Schutzumfang der angehangten Anspriiche abzuweichen. Es ist
beabsichtigt, mit besonderer Berilicksichtigung der verschiedenen von den oben beschriebenen Komponenten
oder Strukturen (Baugruppen, Vorrichtungen, Schaltkreisen, Systemen usw.) durchgefihrten Funktionen, dass
die Ausdriicke (einschlieRlich einem Bezug auf ein ,Mittel“), die verwendet werden, um solche Komponenten
zu beschreiben, soweit nicht anders angegeben, einer beliebigen Komponente oder Struktur entsprechen, die
die spezifizierte Funktion der beschriebenen Komponente durchfiihrt (z.B. die funktional &quivalent ist), selbst
wenn sie der offenbarten Struktur, die die Funktion in den vorliegend veranschaulichten beispielhaften Imple-
mentierungen der Erfindung durchfiihrt, strukturell nicht aquivalent ist.

Schllssel zu den Figuren

Figur 2
201 BEREITSTELLEN EINES TRAGERS
202 ANBRINGEN VON HALBLEITERCHIPS
203 AUFTRAGEN EINER ERSTEN VERKAPSELUNGSSCHICHT
204 BILDEN VON DURCHKONTAKTIERUNGSVERBINDUNGEN
205 AUFTRAGEN EINER METALLISIERUNGSSCHICHT
206 AUFTRAGEN EINER LOTSTOPPLACKSCHICHT
207 STRUKTURIEREN EINER LOTSTOPPLACKSCHICHT
208 ANBRINGEN VON EXTERNEN ANSCHLUSSEN
209 AUFTRAGEN EINER ZWEITEN VERKAPSELUNGSSCHICHT
Patentanspriiche

1. Halbleiterchipgehduse, das Folgendes umfasst:
einen Trager;
mehrere auf dem Trager angeordnete Halbleiterchips;
eine oberhalb der Halbleiterchips angeordnete erste Verkapselungsschicht;
eine oberhalb der ersten Verkapselungsschicht angeordnete Metallisierungsschicht, wobei die Metallisierungs-
schicht mehrere erste metallische Bereiche umfasst, die elektrische Verbindungen zwischen ausgewahlten
der Halbleiterchips bilden;
eine oberhalb der Metallisierungsschicht angeordnete zweite Verkapselungsschicht; und
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mehrere externe Anschlisse, wobei jeder der externen Anschliisse mit einem der ersten metallischen Bereiche
verbunden ist und sich auswérts durch eine Oberfladche der zweiten Verkapselungsschicht hindurch erstreckt.

2. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 1, wobei
der Trager eine erste Hauptflache, eine zweite, der ersten Hauptflache gegeniberliegende Hauptflache und
Seitenflachen, die die erste und zweite Hauptflache verbinden, umfasst, und wobei
die erste Verkapselungsschicht auf der ersten und zweiten Hauptflache und den Seitenflachen des Tragers
angeordnet ist.

3. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 2, wobei eine Létstopplackschicht oberhalb der Metallisierungs-
schicht angeordnet ist; und die zweite Verkapselungsschicht auf einer Hauptflache der Létstopplackschicht
und auf Seitenflachen der Lotstopplackschicht und auf Seitenflachen der ersten Verkapselungsschicht ange-
ordnet ist.

4. Halbleiterchipgehause nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei sich jeder der externen An-
schlisse auswarts durch eine Seitenflache der zweiten Verkapselungsschicht hindurch erstreckt.

5. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 4, wobei sich die externen Anschliisse auswarts durch zwei ge-
genuberliegende Seitenflache der zweiten Verkapselungsschicht hindurch erstrecken.

6. Halbleiterchipgehduse nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die externen Anschliisse Tell
eines Leiterrahmens sind.

7. Halbleiterchipgehduse nach einem der vorhergehenden Anspriiche, das ferner Folgendes umfasst:
elektronische Vorrichtungen, die oberhalb der ersten metallischen Bereiche gebildet sind und die mit ausge-
wahlten der ersten metallischen Bereiche verbunden sind.

8. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 7, wobei die elektronischen Vorrichtungen aus der Gruppe von pas-
siven Vorrichtungen, aktiven Vorrichtungen, Widerstanden, Shunt-Widerstdnden, NTC-Widerstanden, Spulen,
Kondensatoren, Sensoren, Stromsensoren, Treibern und Prozessoren ausgewahlt sind.

9. Halbleiterchipgehduse nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Metallisierungsschicht
zweite metallische Bereiche umfasst, die durch Durchkontaktierungsverbindungen mit einer oberen Hauptfla-
che des Tragers verbunden sind.

10. Halbleiterchipgehause nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die externen Anschlisse mit
ausgewabhlten der ersten metallischen Bereiche jeweils durch Bonddrahte verbunden sind.

11. Halbleiterchipgehduse nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei wenigstens ausgewahlte der
ersten metallischen Bereiche auf solche Weise gebildet sind, dass sie bondbare oder I6tbare obere Oberfla-
chen umfassen.

12. Halbleiterchipgehause, das Folgendes umfasst:
einen Trager;
mehrere auf dem Trager angeordnete Halbleiterchips;
eine oberhalb der Halbleiterchips angeordnete erste Isolationsschicht;
eine oberhalb der ersten Isolationsschicht angeordnete Metallisierungsschicht, wobei die Metallisierungs-
schicht mehrere erste metallische Bereiche umfasst, die elektrische Verbindungen zwischen ausgewahlten
der Halbleiterchips bilden;
eine oberhalb der Metallisierungsschicht angeordnete zweite Isolationsschicht; und
mehrere externe Anschlisse, wobei jeder der externen Anschliisse mit einem der ersten metallischen Bereiche
verbunden ist und sich auswarts durch eine Oberflache der zweiten Isolationsschicht hindurch erstreckt.

13. Halbleiterchipgehause nach Anspruch 12, wobei die erste Isolationsschicht darin gebildete Durchkontak-
tierungsverbindungen umfasst, wobei die Durchkontaktierungsverbindungen ausgewahlte der Halbleiterchips
mit ausgewahlten der ersten metallischen Bereiche verbinden.

14. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 12 oder 13, wobei der Trager ein DCB(Direct Copper Bonded)-

Substrat und/oder ein DAB(Direct Aluminium Bonded)-Substrat und/oder ein mit einem aktiven Metall hartge-
I6tetes Substrat umfasst, wobei das Substrat eine Keramiksschicht oder eine Dielektrikumsschicht umfasst.
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15. Halbleiterchipgeh&duse nach einem der Anspriiche 12 bis 14, wobei die mehreren Halbleiterchips mehrere
Halbleitertransistorchips und mehrere Diodenchips umfassen.

16. Halbleiterchipgehduse nach Anspruch 15, wobei die Halbleitertransistorchips und die Halbleiterdioden-
chips so verbunden sind, dass sie einen AC-AC-Wandlerschaltkreis, einen AC-DC-Wandlerschaltkreis, einen
DC-AC-Wandlerschaltkreis, einen DC-DC-Wandlerschaltkreis oder einen Frequenzwandlerschaltkreis bilden.

17. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterchipgehduses, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Bereitstellen eines Tragers;
Anbringen mehrerer Halbleiterchips auf den Trager;
Auftragen einer ersten Verkapselungsschicht oberhalb der mehreren Halbleiterchips und des Tragers;
Bilden von Durchkontaktierungsverbindungen in die erste Verkapselungsschicht, wobei die Durchkontaktie-
rungsverbindungen mit den mehreren Halbleiterchips verbunden werden;
Auftragen einer Metallisierungsschicht oberhalb der ersten Verkapselungsschicht, wobei die Metallisierungs-
schicht mehrere erste metallische Bereiche, die mit den Durchkontaktierungsverbindungen verbunden werden,
umfasst;
Anbringen von externen Anschlissen an ausgewahlte der ersten metallischen Bereiche; und
Auftragen einer zweiten Verkapselungsschicht oberhalb der Metallisierungsschicht.

18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei Bilden von Durchkontaktierungsverbindungen in die erste Verkap-
selungsschicht Bilden von Durchkontaktierungsléchern in die erste Verkapselungsschicht durch Laserbohren
und galvanisches Fillen eines metallischen Materials in die Durchkontaktierungslécher umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, das ferner Folgendes umfasst:
Auftragen einer Létstopplackschicht oberhalb der Metallisierungsschicht, wobei
die zweite Verkapselungsschicht oberhalb der Létstopplackschicht und oberhalb von Seitenflachen der Lot-
stopplackschicht und von Seitenflachen der ersten Verkapselungsschicht aufgetragen wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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